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製品概要

・本製品は民生用/産業用アプリケーション（モータードライブ、ソーラーインバーター、誘導加熱、スイッチ

ング電源）向けにリリースされ、ダブルトレンチ技術を採用した最新の第4世代SiC MOSFETプロセスで

製造されている。 ※ダブルトレンチ (ゲートトレンチおよびソース・電界緩和トレンチ)

・業界トップクラスの低オン抵抗を実現しており、従来品とくらべて約40%オン抵抗を低減しています。

レポート内容

1.構造解析レポート レポート価格：65万円（税別）

・SiC MOSFETのチップ断面、平面(セル部、外周部)の詳細構造、サイズ、材料分析

・SiC MOSFETのチップ裏面電極の解析

・ROHM製SiC MOSFETの第3世代との比較

2.プロセスフロー ・ 電気特性解析レポート レポート価格：65万円（税別）

・SiC MOSFETの製造プロセスフローの推定

・N-epi層(ドリフト層)のドーピング濃度の抽出

・オン抵抗およびブレークダウン電圧の測定

・他社（Wolfspeed、Infineon、GeneSiC、DENSO）との比較

・単位面積当たりのオン抵抗の低減についての考察

※ ROHM第4世代SiC MOSFETの単位面積あたりのオン抵抗は、WolfspeedやInfineonの

第3世代SiC MOSFETなどの同等のトランジスタの中でも最も低い値です。

（当社解析の他社のSiCトランジスタとの比較より）

パッケージ写真 チップ写真

ROHM製第4世代1200V SiC MOSFET 「SCT4062KR」
構造解析・プロセス解析レポート

型番 ： SCT4062KR 1200V  SiC MOSFET  (VDSS=1200V、RDS(ON)62mΩ、ID=26A)
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SiC MOSFETチップ構造解析レポートからの抜粋
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セル領域 断面SEM像セル領域 平面SEM像(Poly-Siレイヤ)

チップ外周部 断面SEM像

パッケージ構造模式図

SiC MOSFETチップ構造解析レポートからの抜粋
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SiC MOSFET プロセス解析レポートからの抜粋
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SiC MOSFET プロセス解析レポートからの抜粋

・プロセスフロー

・電気特性評価

1-1.  ROHM第4世代 1200V 製品と他社のSiC MOSFETの特性比較
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